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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
____________ 

 
SEMICONDUCTOR DEVICES –  

DISCRETE DEVICES –  
 

Part 8: Field-effect transistors 
 
 

FOREWORD 

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic f ields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specif ications, 
Technical Reports, Publicly Available Specif ications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. W hile all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certif ication bodies provide conformity 
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any 
services carried out by independent certif ication bodies. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liabil ity shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 60747-8 has been prepared by subcommittee 47E: Discrete 
semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices. 

This third edition of IEC 60747-8 cancels and replaces the second edition published in 2000. 
This third edition constitutes a technical revision. 

The main changes with respect to the previous edition are listed below. 

a) ”Clause 3 Classification” was moved and added to Clause 1. 
b) “Clause 4 Terminology and letter symbols” was divided into “Clause 3 Terms and 

definitions” and “Clause 4 Letter symbols” was amended with additions and deletions. 
c) Clause 5, 6 and 7 were amended with necessary additions and deletions. 
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The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

47E/398/FDIS 47E/406/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

This Part 8 should be used in conjunction with IEC 60747-1:2006. 

A list of all the parts in the IEC 60747 series, under the general title Semiconductor devices – 
Discrete devices, can be found on the IEC website. 

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing 
standards in this series will be updated at the time of the next edition. 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data 
related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 
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SEMICONDUCTOR DEVICES –  
DISCRETE DEVICES –  

 
Part 8: Field-effect transistors 

 
 
 

1 Scope 

This part of IEC 60747 gives standards for the following categories of field-effect transistors: 

– type A: junction-gate type; 
– type B: insulated-gate depletion (normally on) type; 
– type C: insulated-gate enhancement (normally off) type. 

Since a field-effect transistor may have one or several gates, the classification shown below 
results: 

Devices with one or
several N channels

Field-effect devices
(a source, a drain, one or several gates)

Insulated-gate
devices

Junction-gate
devices

Devices with one or
several P channels

Schottky
barrier-gate

devices

Junction-gate
devices

Insulated-gate
devices

Schottky
barrier-gate

devices

MESFET
MODFET

HEMT

MOSFET
Other insulated-

gate FET

MESFET
MODFET

HEMT

MOSFET
Other insulated-

gate FET

 

NOTE 1 Schottky barrier-gate and insulated gate devices include depletion type devices and enhancement type 
devices. 

NOTE 2 MOSFETs for some applications may not have inverse diode characteristics in the data sheet. Special 
circuit element structures to eliminate body diode are under development for such applications. MOSFET 
applications such as motor control equipment need to specify the inverse diode characteristics in the MOSFET to 
use the inverse diode as a free wheeling diode.  

NOTE 3 The graphical symbol only for type C is used in this standard. The standard equally applies for P-channel 
and for type A and B devices. 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. 
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition 
of the referenced document (including any amendments) applies. 

IEC 61340 (all parts), Electrostatics 

IEC 60747-1:2006, Semiconductor devices – Part 1: General 
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IEC 60747-7:2000, Semiconductor devices – Part 7: Bipolar transistors 

IEC 60749-23:2004, Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 23: 
High temperature operating life 

IEC 60749-34, Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 34: 
Power cycling 

3 Terms and definitions  

For the purpose of this document, the following terms and definitions apply. 

3.1 Types of field-effect transistors 

3.1.1  
N-channel field-effect transistor 
field-effect transistor that has one or more N-type conduction channels 

3.1.2  
P-channel field-effect transistor 
field-effect transistor that has one or more P-type conduction channels 

3.1.3  
junction-gate field-effect transistor  
JFET 
field-effect transistor in which 

– the source and drain regions are connected with each other by the channel region, all 
three being of the same conductivity type; 

– a gate region adjacent to the channel has the opposite conductivity type, thus forming with 
source, channel and drain region a PN junction 

NOTE The gate-source voltage controls the conductivity of the conduction channel in the channel region by 
controlling the width of the gate space-charge region and hence also the remaining cross-section of the conduction 
channel. 

3.1.4  
insulated-gate field-effect transistor  
IGFET 
field-effect transistor in which 

– one or more gate electrodes are electrically insulated from the body; 
– the conductivity type of both the source and drain regions is opposite from that of the 

semiconductor body in which they are located; 
– the principal current flows in a channel that is formed by an inversion layer connecting 

source and drain regions 

NOTE The inversion layer is either already present at zero gate-source voltage or produced within the body at 
suff iciently high forward gate-source voltage by accumulation of the minority charge carriers of the body material. 
The conductance of the channel is controlled by the gate-source voltage, which controls the electric f ield between 
gate electrode and the body and hence the amount of accumulated minority charge carriers. 

3.1.5  
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor  
MOSFET 
insulated-gate field-effect transistor in which the insulating layer between each gate electrode 
and the channel is oxide material 
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
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DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –  
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Partie 8: Transistors à effet de champ 
 
 

AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation 
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a 
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les 
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécif ications techniques, des Rapports techniques, des Spécif ications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent 
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions f ixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords off iciels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable 
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur f inal. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications 
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications 
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certif ication indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de 
certif ication indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de 
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire 
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour 
responsable de ne pas avoir identif ié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60747-8 a été établie par le sous-comité 47E: Dispositifs 
discrets à semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs. 

Cette troisième édition de la CEI 60747-8 annule et remplace la deuxième édition parue en 
2000. Cette troisième édition constitue une révision technique. 

Les principaux changements par rapport à l'édition précédente sont énumérés ci-dessous. 

a) L'Article 3 «Classification» a été déplacé et ajouté à l'Article 1. 
b) L'Article 4 «Terminologie et symboles littéraux» a été divisé en Article 3 «Termes et 

définitions» et Article 4 «Symboles littéraux», ce dernier a été amendé avec des additions 
et des suppressions. 

c) Les Articles 5, 6 et 7 ont été amendés avec les nécessaires additions et suppressions. 
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

47E/398/FDIS 47E/406/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

Il convient que la présente partie 8 soit utilisée conjointement avec la CEI 60747-1 :2006. 

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60747, présentée sous le titre général 
Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs descrets, peut être consultée sur le site web de la 
CEI. 

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. 
Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors de la prochaine édition. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

 



 – 82 – 60747-8 Ó CEI:2010 

 

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –  
DISPOSITIFS DESCRETS –  

 
Partie 8: Transistors à effet de champ 

 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de la CEI 60747 donne les normes pour les catégories suivantes de 
transistors à effets de champ: 

– type A: type à jonction de grille; 
– type B: type à grille isolée à déplétion (appauvrissement) (normalement à l'état passant); 
– type C: type à grille isolée à enrichissement (normalement à l'état bloqué). 

Étant donné qu'un transistor à effet de champ peut avoir une ou plusieurs grilles, il en résulte 
la classification suivante: 

 

Dispositifs à un ou 
plusieurs canaux N 

Dispositifs à effet de champ (une source, 
un drain, une ou plusieurs grilles) 

Dispositifs à 
grille isolée 

Dispositifs à 
jonction-grille 

Dispositifs à un ou 
plusieurs canaux P 

Dispositifs à grille 
de barrière 
Schottky 

Dispositifs à 
jonction-grille 

Dispositifs à 
grille isolée 

Dispositifs à grille 
de barrière 
Schottky 

MESFET 
MODFET 

HEMT 

MOSFET 
Autre FET à grille 

isolée 

MESFET 
MODFET 

HEMT 

MOSFET 
Autre FET à grille 

isolée 

 

NOTE 1 Les dispositifs à grille de barrière Schottky et à grille isolée comprennent les dispositifs à mode déplétion 
(appauvrissement) et les dispositifs à mode à enrichissement. 

NOTE 2 Les MOSFET pour certaines applications peuvent ne pas avoir de caractéristiques de diode inverse dans 
la f iche technique. Des configurations spéciales d'élément de circuit pour éliminer la diode sont en cours de 
développement pour de telles applications. Les applications des MOSFET telles que des équipements de 
commande de moteur nécessitent de spécif ier les caractéristiques de diode inverse dans le MOSFET pour utiliser 
la diode inverse comme diode de roue libre.  

NOTE 3 Seul le symbole graphique pour le type C est utilisé dans la présente norme. La norme s'applique 
également aux dispositifs à canal P et aux dispositifs de type A et B. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent 
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références 
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 
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CEI 61340 (toutes les parties), Électrostatique 

CEI 60747-1:2006, Dispositifs à semiconducteurs – Partie 1: Généralités 

CEI 60747-7:2000, Dispositifs à semiconducteurs – Partie 7: Transistors bipolaires 

CEI 60749-23 :2004, Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et 
climatiques – Partie 23:Durée de vie en fonctionnement à haute température 

CEI 60749-34, Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d’essais mécaniques et climatiques 
– Partie 34: Cycles en puisssance 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 Types de transistors à effet de champ 

3.1.1  
transistor à effet de champ à canal N 
transistor à effet de champ ayant au moins un canal de conduction de type N 

3.1.2  
transistor à effet de champ à canal P 
transistor à effet de champ ayant au moins un canal de conduction de type P 

3.1.3  
transistor à effet de champ à jonction de grille (JFET) 
transistor à effet de champ dont: 

– la région source et la région drain sont connectées l'une à l'autre par la région canal, ces 
trois régions ayant le même type de conductivité; 

– la région grille, adjacente au canal, est de type opposé, formant ainsi avec la source, le 
canal et le drain une jonction PN, 

NOTE La tension grille-source commande la conduction du canal en agissant sur la largeur de la zone de charge-
espace de la grille et par conséquent sur la section du canal 

3.1.4  
transistor à effet de champ à grille isolée (IGFET) 
transistor à effet de champ dont: 

– une ou plusieurs électrodes de grille sont électriquement isolées de la zone active de 
grille; 

– le type de conductivité de la région source et de la région drain est opposé à celui de la 
région grille localisée dans le semiconducteur; 

– le courant principal traverse le canal formé par inversion de la couche reliant les zones 
source et drain; 

NOTE L'inversion de la couche est soit présente à tension grille-source nulle, soit créée par une tension directe 
grille-source suff isante provoquant une accumulation de porteurs minoritaires dans la zone active de grille. La 
conductibilité du canal est commandée par la tension grille-source, qui commande le champ électrique entre 
l'électrode de grille et la zone active de grille, et par conséquent la quantité de porteurs minoritaires accumulés. 

3.1.5  
transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur (MOSFET) 
transistor à effet de champ à grille isolée dans lequel la couche isolante entre chaque 
électrode de grille et le canal est un oxyde 




